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(54)   에  공 는 

(57)  약

 에 들(22)  공 는  (10)  공 는 단계;   에 착 (12)  는 단

계;  1 들  착  에 착 도  리   (들)(22)에  착  (12) 에 복수   1 

들(20)  시키는 단계( 나 상   1 들  착  에 착 지 않아 ,  1 (들)  착  

 (들)에  착  에 착 고  1 (들)  착 지 않   (들)(24)에  착 지 않는

다);  2 들  수 도  착 지 않  들에  착   어   착 지 않   

(들)에  착    처리 는 단계; 착 지 않  들에  착  에  2 들  착

  어  착 지 않   (들)에  착   에  2 (들)  시키는 단계;  착

 경 시키는 단계  순  공 는 것  포 다.

  도 - 도2c
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청

청  1 

(a)  공 는 단계;

(b)   상에 또는  상  에 착  는 단계;

(c) 리   (들)에  착   에  1 (들)   3 (들)  포 는 복수  들  

시키는 단계 ,  1 (들)  착  (들)에  착  에 착 고,  3 (들)  비- 착 

 (들)에  착 지 않는 것  단계;

(d) 각각  비- 착  에  착   1  매립 는 각각   가 착    비

- 착  (들)에  착   상태   2 (들)  수  수 도  만들어주는 것  비- 착 

(들)에  착    처리 는 단계;

(e) 각각  비- 착  에   가 착  에  2 (들)  착   각각   가

착   에  2 (들)  시키는 단계;  

(f) 착  경 시키는 단계  순  공 는 것  포 는  에 들  공 는 .

청  2 

 1 에 어 ,

 단계 동안, (들)는 비- 착  (들)에  착   염시키는 것  .

청  3 

 1 에 어 ,

 처리 는 단계에  각각   가 착   당 는 비- 착  에  착   에

가 착  착 는 것에  는 것  .

청  4 

 2 에 어 ,

비- 착  (들)에  착   염시키는 (들)  거 거나, 재 거나 또는 매립 는 것

.

청  5 

 3 에 어 ,

 처리 는 단계는 비- 착  (들)에  착    가 착  평탄 는 것  포

는 것  .

청  6 

 3 에 어 ,

크   또는 마 크 - 스 싱 가 가 착  착 는  사 는 것  .

청  7 

 2 에 어 ,

비- 착  (들)  (들)  거   체 미 - 트  사 는 것  포 는 것  .
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청  8 

 2 에 어 ,

비- 착  (들)  (들)  거   체 미 -  사 는 것  포 는 것  .

청  9 

 1 에 어 ,

비- 착  (들)에 스탬  사 는 것  포 는 것  .

청  10 

 9 에 어 ,

 단계 동안, (들)는 비- 착  (들)에  착   염시키고, 비- 착  (들)에 스

탬  사 는 것  (들)가  어도   상  착    고  들어가게 는 것

.

청  11 

삭

청  12 

삭

청  13 

삭

청  14 

삭

청  15 

삭

청  16 

삭

청  17 

삭

청  18 

삭

 

 술  야

 본 에 참  포  스틴 엘.  등  " 드  동 는 OLED 스"라는 [0001]

2008  8월14 에 원  공동 양수  미 특허 원  12/191,478  참 다.

본  에  공 는 에  것 다.[0002]

 경  술

평  스  스들    내  컴퓨   연결 여 그리고 비 과 같  락 들[0003]

등록특허 10-1695666

- 3 -



에 여 리 사 고 다. 그러  스 들   미지  스  여 상에

산  복수  들  사 고 다. 스  스들   에 는   사 는 수

동 매트릭스 어 또는 상에 직     사 는 능동 매트릭스 어에  통상  

어 다. 다 드(OLED)  스 는 고 능 스  생산   능동 매트릭스(AM) 동

 께 립 었다. 런 AM OLED 스  스   는 미 특허 5,550,066에 개시 다. 능동

매트릭스 는  에 막 트랜지스 (TFTs)  고 스 에  각   어 는 개별

 사   취 다. 

능동 매트릭스 스에 , 능동 어 들   에 고 평  스   에 산  도[0004]

체 재료,  들어 비결  또는 다결  실리   막  포 다. 통상 , 각 스  브-

나  어 에  어 , 각 어 는 어도 나  트랜지스  포 다.  들어, 간단

능동 매트릭스   다 드(OLED) 스 에 , 각 어 는  개  트랜지스 ( 택 트랜지스

  트랜지스 )  브-   특 는    나  커 시  포 다. 각

 는 통상  독립 어 극  공통 극  사 다.  들  어는 통상   신

 라 , 택 신  라 ,  에  어   원 연결  지 연결  통  공 다. 능동

매트릭스 들  드시 스 에 지 않고  에 산  수 고 공간  산  어  

 는 다  야에 사  수 다. 

막 트랜지스 들(TFTs)  비결  실리  또는 폴리실리 과 같  도체  (주  100 - 400nm)  [0005]

다.  그러나,  런  막  도체들  특 들   고 질  스  는  지  않다.  

들어, 비결  실리   계 압(Vth)  리어 동  간  사 간 동안 변 다는 에  안

다. 폴리실리   결  과 에  계 압(Vth)  리어 동 에   가 질러 큰 도

 변동  가진다. OLED 스들   주 에  동  에, TFTs  변동  OLED 들  

도  변동  키고 스  시각  질  어뜨린다. 각 에 가  TFT  가 는 것과 같

 새 운 보상 계 들  TFT 변동  보상 도  안 었 나, 런 보상  수 , 비 에 악  미  수

는 복  가시키거나 OLED   감 시킨다. 또 , 막 트랜지스   공   평  

비  도에 사  것과 같   에 사  에, 변동 과 공  비  가 다. 

막 트랜지스 들에  런 들      도체 에 래  트랜지스 들  립[0006]

고 런 트랜지스 들  스   에 달 는 것 다. 마 라 등  미 특허 원공보 2006/0055864

A1   들  어   스  내에 착  도체 집 (ICs)  사 는 스  

립    시  여  ICs에 는 삽  트랜지스 들  래 술  스  TFTs에  수

  능들  체 다. 마 라는 도체 ,  들어, 연마 , 20 마 크 미  내지

100 마 크 미  께  얇아 야 다는 것  시 다. 그런 후에  에  ' '  린 집

 포 는   각  린다. 마 라는,  들어, 에 , 샌드블 스 , 빔 공  또는

다 싱에  도체  단 는  시 다. 또  마 라는 들  원 는 에 당 는 진

공  들  비  진공  척  시스 (vacuum  chuck  system)  사 여  택  업 는  업  

시 다. 그런 후에 들  스  에 달  들  꺼운 열가  수지에 삽 다. 

어 스 내  어링 상 연결  스  어 극   어 스  연결  도시 다.

어링 상 연결  들에 공  연결  ,  도  과 신뢰  들  시

키는 것  다. 만   염 거나 게  경우, 들  게 착 거나 열

수 없어 ,  게 동 는 것  막는다. 특 , 들   들에 재  수 없거나 재  수

나 게  수 없다.

 내

결 는 과

라 , 사라진 또는 게 열  들   들  는  에  가 재 다.[0007]

과  결 수단

본  에 라,  에  공 는  [0008]

(a)  공 는 단계;[0009]
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(b)   에 착  는 단계;[0010]

(c)  1 들  착  에 착 도  리   (들)에  착   에 복수   1 들  [0011]

시키는  단계( 나  상   1  들  착  에  착 지  않아 ,   1  (들)  착  

(들)에  착  에 착 고  1 (들)  착 지 않   (들)에  착 지 않는다);

(d)  2 들  수 도  착 지 않  들에  착   어   착 지 않   [0012]

(들)에  착    처리 는 단계;

(e)  착 지  않  들에  착  에   2  들  착   어  착 지  않  [0013]

(들)에  착   에  2 (들)  시키는 단계;  

(f) 착  경 시키는 단계  순  공 는 것  포 다.[0014]

 과

본    상에  사라지거나 게  들   수 어 , 수  상시킨다[0015]

는 것 다.

도  간단  

도 1  본    실시태양  나타내는 도 다.[0016]

도 2a-2c는 본   실시태양에  립  여러 단계에  , 착    들  평 도 다.

도 3  본   실시태양에   염 질  가진  단 도 다. 

도 4는 본   실시 에   염 질과  (laser albation)  비   단

도 다.

도 5는 본   실시태양에   염 질, 미  체 트,       비

  단 도 다.

도  6  본    실시태양에   매립   염 질   마 크 - 스  비  

단 도 다.

도 7  본   실시태양에  매립   염 질  매립   염 질 에   2 

비  단 도 다.

도 8  본   실시태양에  매립   염 질, 게   1   매립  

 1  에   2  비   단 도 다.

도 9는 본   실시태양에   염 질  비    스탬  단 도 다.

도 10a는 본   실시태양에   염 질  비    착   비  스탬  단

도 다.

도 10b는 본   실시태양에  착 지 않  에  게 열   비    

착   비  스탬  단 도 다.

 께 수들  브-마 크 미   수 는 ,  스 수  나타내는 처는 10 마 크

미  1미  상   수  에 도 들  수  개략 다. 라 , 도 들  수  

보다는 시각  편   척  도 다.

 실시   체  내

본   에 들  공 는  에  것 , 각  어  연결 드  가진 집[0017]

  는 리 고 독립   포 다. 들   에 산 고 어  에 

 또는 에  들   어 다. 그러나, 들  상에 는 공  실  수 다.

런 실 가 상에 사라지거나 게  들  생시킨다. 라 , 본 에 라, 들

  원 는 들에 게 도  들  는  공 다. 
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도 1  참 , 본   실시태양에 ,  에 들  공 는  연   공[0018]

는 단계(단계 100),   에 착  는 단계(단계 110),  1 들  착  에 착

 복수   1 들  리   (들)에 는 착   에 시키는 단계(단계 120)( 나 

상   1 들  착  에 착 지 않아 ,  1 (들)  착   (들)에  착  에 

착 고  1 (들)  착 지 않   (들)에  착 지 않는다), 착 지 않  들에  착

  2 들  수 게 도  착 지 않   들에  착    처리 는 단

계(단계 140), 착 지 않  들에  착  에  2 들  착 도   착 지 않   

(들)에  착   에  2 (들)  시키는 단계(단계 150)  들  에 착   

착  경 시키는 단계(단계 170)  포 다.  착 들 ,  들어, 사 클 , 폴리 미드

  앤 스  비아 포 다 트릭 8023과 같   수 는 재료  포 다. 착 는 

들  약 게 착 거나 고 , 평탄  평   수 고, 경  수 거나 아래  같  경  수 

는 특  갖도  택 다.

본 에 라, 착    과   착 -  에  착  에 착  것[0019]

다.  착 지  않  는   없거나   재 나  게  고,  거나  는

다. 라 , 착 지 않   (들)에  1 (들)  남아 지 않다는 것   에 

게 고, 고   없다는 것  미 다. 

착 지 않  (들)에  착    착 지 않   (들)에 착    처리[0020]

는 것  착 지 않  에  착   가,  들어, 계 ,  또는  처리 또는 착

지 않  (들)에 재료  첨가 고, 변 시키거나 거   식  변 다는 것  미 다. 또

  처리 는 것  착 지 않  에  게  ,  들어, 계 ,  또는 

 처리 또는 재료  첨가 고, 변 시키거나 거   식  변 다는 것  미 다. 또  

 처리 는 것  착 지 않  에  염 질들 또는 들과 같   람직 지 않  재료는

거 고, 매립 고,  또는 그 지 않  다  재료들에  특 ,  또는 에  변 다는

것  미 다.

도 2a  참 , (10)  도시 다. (10)  그 에  도체들 또는 다  들 또는 들[0021]

 가질 수 다.  도 2b에 도시  ,  착  (12)  (10)  에 다.  착  (12) ,  

들어, 포 리 그래  또는 스  , 커튼 , 착, 스 링 또는 에 과 같  재료  단계  같  

 후  처리 단계 동안에  는 단지 약  착  공 나 경  는 에 들  단단  

착 도  경  수 다.  도 2c  참 ,   1  들(20)  마 라에  술  것과 같 ,  

들어, 진공 척(vacuum chuck)  시킴  리   들에  (10)과 착  (12) 에 

다. 비  경 지 않  경우에도, 착  (12)  후  경  단계 에  1 들(20)  에 착 는

 다. 그러나, 본   에 라,  1 들(20)  단지 가 착   들(22)에

착  (12)에 착 다.  1 들(20)  는,  들어, 들(50)과 같  염 재료가 재  수

고, 착   업  균   공 지 않는 경우 착  재료가 재  수 없거나 착  재료가

착 지 않  들에  질들에 어  착 질  는 경우  같  다양   착 지

않  들(24)에  착  (12)에 게 착 지 않는다. 간단 게  , 도 2c는 (50)  도

시 나, 본  에 지 않는다. 도  도 3  참 ,  1 (20)  (10) 상  착

(12)에 착 다.  1 (20A)  (50)가 재  에 착  (12)에 게 착 지 않는다.

(20A)    (도시 지 않 )에  거  수 거나 착  (12) 상  다   또는 

 동  수 다.

사라진 들  본  여러 실시태양에 라 다양  식   수 다. 도 4  참 , 본 [0022]

  실시 에 ,  들어,    같   (60)는 착 지 않   (24)에  

착  (12)  시  (50)  시키는 복사에 지 빔(62)  공 다. 본 에  사  ,

착  (12)  는 것  착  (12) 상에 또는 착  (12)에 재  수 는 염 (50)  같

 다  재료  는 것  포 다. (50)는  거나  착  지 지 않는 각

 수 다. 본   실시 에 , 착  (12) ,  들어, 열 또는 특  주 수  복사에

지,  들어, 에  경  수 다. 복사에 지 빔(62)  착  경 지 않아   2  수

  건에  착 지 않   (24)에  착  (12)  착  질  지 도  택  수

다.  들어, 착 는 (들)(50)  시키도  사  열 또는  복사에 지   
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빔에  경  수 다.

도 5에 도시  다  실시 에 , 미  체 트 (40)는 착  (12)  (들)(50A)  날  보낼 수 [0023]

고 주  압 보다  낮  압  가진 미   (42)에   에 (또는 진공에 ) 

(들)(50B)  시킬 수 다. 본  다  실시 에 ,  (60)는 미  체 트 (40)  미

 (42)에  지원  수 어 , 워진 (들)(50B) 또는 착  (12)에 는 (들)(50C)

는 고 (52)는 미   (42)에  거 다. 택 , 들  워질 수 고 어 

 수 다.

본  다  실시태양에 라, 크  또는 마 크 - 스 (44)는 들(50)  착  공 원(45)[0024]

 가 착  울들(15)  들  매립 고, 거 고 또는 재 시키도   수 고 착

 (12) 에 가 착   가 착  (14)   수 다. 가 착   가 착  

(14)  착 지 않   들(24)에  착  (12)   평탄  수 다. 든 경우에, 가 착

 울들   가 착  (14)  는 것   지 않는다.  들어, 가 착  울들

(15)  (들)(50)  다   울 수   에  (들)(50)는 착  울들(15)에 

  가 착  (14)  평탄  에  착 는 것  막지 못  것 다. 본   실

시태양에 , 가 착  울들(15)  착  (12)에  사  것과 동  재료  포 다. 도 7에 도시

 , 단 (들)(50)가 가 착   울들(15)에  매립 거나 워지 ,  2 (20B)  

 가 착  (14) 에  수 다.

도 8에 도시  ,  가 착  (14)  게  (20A)  매립 는  사  수 다.[0025]

본 에 라, 착 지 않   착 었 나 게   수 다. 라 ,  착

지 않   (24)에  수 고 가 착  울들(15)  게  (20A)  매립 는

 가 착  (14)   수 다. 도 8에 , 게  (20A)    시 도

 게 도시 다. 단 게  (20A)   가 착  (14)에  매립 ,  2

(20B)   가 착  (14) 에 게  수 다. 가 착 는  가 착  (14)

 과  평탄  수 어 , 염  에  거나 착  (12)에  착  재료에 는 틈

 채운다.

도 9에 도시  본  또 다  실시 에 , 스탬 (30)가 착 지 않   (24)에  착  (12)[0026]

 아래  누  수 고 착  (50A)  착  (12)  눌 질 수 는 압  (50D) 

압  수 다. 그런 후에 착 지 않   (24)는  2 (20)  수  수 다. 도 10a  참

,  본   가  실시태양에 ,  스탬 (30)는  스탬 (30)가  착  (12)과    워진  

(들)(50B)가 착  수 는 스탬  착  (13)  가질 수 다. 워진 (들)는 착  (12)에  사

는 것보다  강  착  스탬  착  (13)에  사  스탬 (30)  스탬  착  (13)에

우  착  수 다.

도 10b  참 , 본  다  실시태양에 , 게   게  (20A) [0027]

 아래  누   스탬 (30)  사 고, 스탬 (30) 상  스탬  착  (13)에 게  

(20A)  착 고, 스탬 (30)  게  (20A)  거  거  수 다. 그런 후

에 착 지 않   (24)는  2 (20)  수  수 다. 가 착 는 아래에 술 고, 도 6과 7

 참 여 술    2 (20)  시키  에 (10) 상에 공  수 다. 

본  다  실시태양에 라, 상   거 들  여 사  수 다. 특 ,  거 [0028]

들  염 들  우고, 거나  후에  가 착  (14)    가 착  

울들  착 는   수 다. 게다가, 착  (12)  (10) 에  균 지 않고 착  재료가 특

 착 지 않   (24)에 재 지 않는 경우에, 가 착  재료   첨가는  2 (20)

착 게  것 다. 고,   재료는 착 지 않   (24)에  착  (12) 에 재

착  수 어 , 착  (12)  과가 없게 는 것도 가능 다.  강  착   가진 스탬 (30)

 사  착  (12)  (10)  거 게 는 것  가능 다. 또 , 다  착  재료  

첨가는  2 (20)  착 게  수 다.

라 , 착  (12)에 는 다양   염 질 또는 균  에 래 술   착 들  상[0029]

 들  나 상에  극복  수 어  들  사 는 들  수  상시킨다. 
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본   상에 들  재, 재 또는  탐지   미징 스   트[0030]

웨어  사 에  실  수 다.  들어, 지  라는  사진 찍  수 고 컴퓨   미

지-처리 그램  상에 들  재, 재 또는  탐지   사  수 다. 런 

결과들    , 마 크 - 스 , 미  체 트,    스탬  업  계  

  사  수 다. 

본  그 에  들에 공  들에  동   어  가진 스  스,[0031]

 들어,  또는   다 드 스  는  사  수 다.

본 에 술  것과 같  스탬  공 들  마 라(상  참 )에 술 다.[0032]

상  , 단  동 는 들   채워진 후, 과 들   에  어들[0033]

(들)   상 연결 도  처리  수 다. 그런 다  들에 답 는  계  들(

 들어, OLEDs)   에  수 다. 어들  들  동 고 스  동시키도  사

다. 

본  다양  실시태양에 라, 들  다양  식 ,  들어,   수  라  또는 [0034]

열  연결 드   수 다. 상 연결 스는 다양  재료들   수 고 스 상에 착

 다양   사  수 다.  들어, 상 연결 스들 ,  들어, 알루미늄 또는 알루미늄 

과 같  착 거나 스 링   수 다. 택 , 상 연결 스들  경  도  크 또는 

산   수 다. 비    실시태양에 , 상 연결 스들  단  다.

본 ,  들어, 리, 라스틱 또는 과 같   스  사 는 티-  스[0035]

실시태양들에 특  , 복수  들  스  에 규   열 다. 각  

에 는 에 라  어 신 들에 답 여 스  에  복수  들  어  수 다.

개개   그룹 또는 여러  그룹  결 어 체 스  는 타  들 상에  수

다.

본  실시태양에 라, 들   에 산   어 들  공 다.  스 에[0036]

비 여 상   집   독립  상에 , 어, 연결 드들,  또는 커 시

 같  수동  들,  또는  트랜지스  또는  다 드  같  능동  들  포 는  

포 다. 들  스 과 개별   후 스 에 사 다. 들  람직 게는

도체 스    공지  공 들  사 는 실리  또는 실리   슐 (SOI)  사

여 다. 그런 다  각  스 에 착  에 리 다. 라  각  결 질 재

(base)는 스 과 리 고 그 에  들    생각  수 다. 라 , 복수

들  스  리 고  리  상 는 복수   가진다. 특 , 독립 

들  들   과 별 , 독립  들  역   쳐도 스 보다 다. 

들   들어, 막 비결  또는 다결  실리  스들에 견  것보다 고 능  능동 들  

공   결   가질 수 다. 들  람직 게는 100㎛  께,   람직 게는 20㎛

 께  가질 수 다. 는  에 래 스 -  술  사 여 도포  수 는 착   평탄

 재료   게 다. 본   실시태양에 라, 결 질 실리  상에  들  

 어  열 , 착  또는 평탄  재료  께 스 에 착 다. 들  상  연

결 드들  들  동  여 각  신  어,  스  우 또는 컬럼 극에 연결

여 사 다. 들  어도 4개   어  수 다.

들  도체  에   에,   들  신  리 그래  공 들  사 여   수[0037]

다. 그러  공 들 , 0.5 마 크   처 크 (feature size)가 쉽게 달  수 다.  들어, 

신 도체  라  90nm 또는 45nm  폭(line width)  달  수  본  들  는

사  수 다. 그러나,  또  스  상에 립  후  에 공  어링 에 

연결    연결 드들   다. 연결 드들  스  에 사  리 그래  공 들

 처 크 (  들어 5㎛)  어링 에   (  들어, +/- 5㎛)에 여 크 가 결

어야 다. 라 , 연결 드는  들어 드들 사 에 5㎛  공간  갖는 15㎛ 폭  가질 수 다. 는

 드들  에  트랜지스  들보다 상당  클 것  미 다.

드들   트랜지스 들   상에 에  수 다. 낮   비  가능 게 [0038]

등록특허 10-1695666

- 8 -



여 가능    역  갖는  만드는 것  람직 다.

(  들어, 비결  또는 다결  실리 ) 상에 직   보다  능  비   갖는 ([0039]

 들어, 결 질 실리  포 는) 독립   비  들  사 ,   능  스가

공 다. 결 질 실리    능뿐 아니라 훨씬  능동 들(  들어, 트랜지스 들)  갖  

에,    크 가 훨씬 감 다.   또   들어,  2008  3.4  13 지 Digest  of

Technical Papers of the Society for Imformation Display에, , 리, 양  (Yoon, Lee, Yang  Jang)에

 "AMOLED 동에  MEMs 스 들  새 운 사 (A novel use of MEMs switches in driving AMOLED)"에 개

시   같 , 미   계(MEMS)  사 여  수 다. 

스  리  본 술 야에  공지  포 리 그래  술들  닝  평탄  (  들어, 수[0040]

지) 에 ,  들어, 알루미늄 또는 과 같  착 또는 스 링   또는   루어

진 어링  포  수 다. 들  집  산업에  리 는 공지  술들  사 여 

 수 다. 

본  특  람직  실시태양들  체  참 여 상 게 술 었 나, 변 과 변 가 본 [0041]

 취지   내에  가능 다는 것  야 다.

 

10[0042]

12 착  

13 스탬  착  

14  착  

15 착  울들

20, 20A, 20B 

22 착   

24 착 지 않   

30 스탬

40 미  체 트 

42 미   

44 마 크 - 스

45 공 원

50

50A 착  

50B 워진 

50C  

50D 압  

52

60  

62 복사에 지

100  공 단계

110 착   단계
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120  1  는 단계

140 착    처리 단계

150  2    착 단계

170 착  경  단계

도

도 1

도 2a

도 2b
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도 2c

도 3

도 4

도 5
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도 7
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도 9
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